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グラフェンは炭素原子がハニカム構造をとる, 原子 1つ分の厚さのシート状の物質である[1]. こ

の物質は高キャリア移動度, 高透明度, 高電気伝導度, 高熱伝導率, 高許容電流密度に加え, 化学

的に安定であり物理的強度も高く[2] , 様々な用途に応用が期待されている[3]. グラフェンは一般

に Cuや Niの触媒材料上に化学気相成長法(CVD法)によって作製し，近年では高品質で，かつ

大きな単結晶のグラフェンが作製できるようになったため応用への期待が高まっている[4]. 

SiO2/Si基板上のグラフェンデバイス応用のためにグラフェンの基板への転写が不可欠であり，

この転写過程がグラフェンの品質を低下させるため改善が求められている. 一方，転写過程が必

要のない SiO2/Si基板への直接成長の研究も進められている. 本研究は, Ni触媒と CVD法を用い

た転写を必要としない SiO2/Si基板へのグラフェンの直接成長を目的とし, SiO2/Si基板と Ni触媒

間にグラフェンが成長する条件を調べた. また，Ni触媒を予めパターニングすることによるグラ

フェンパターンの作製も試みた. まず, SiO2/Si基板上に Niを成膜した試料を膜厚ごとに 3種類用

意した(Ni膜厚 100nm,200nm,300nm). さらに SiO2/Si基板上に予めカーボンを成膜したものを膜

厚ごとに 3種類用意した(C膜厚 2.5nm,7.5nm,12.5nm).その上に Niを 300nm成膜したものを試料

に加えた 6つの試料で SiO2/Si基板と Ni触媒間にグラフェンが成長する条件を調べた. また, 上

述の実験を踏まえて SiO2/Si基板に 300nmの Niをパターニングした試料を用いて, グラフェンパ

ターンの作成についても実験を行った. CVDは 900℃; 30分, Ar500sccm, H2500sccm, CH4500sccm

の条件で行った. グラフェン成長後の Niを塩化鉄(Ⅲ)水溶液(1mol/L)によるエッチングを行い, 

SEMやラマン分光での測定を行った. Niのパターニングの有無と関係なくグラフェンが SiO2/Si

基板上成長していることが確認できた. しかし, パターニングすることによってパターンの大小

によるグラフェンの大きさや層数の違いがみられた. Fig. 1に示すように, パターンの細いところ

に集中してグラフェンが成長しているのが分かる. グラフェン成長条件, すなわちパターンの寸

法, 触媒の厚さ, CVDの条件などを最適化することによって最適なグラフェンが得られると期待

できる.  

  

 

 

 

 

 
Fig.2 Raman spectra of graphene 

grown directly on SiO2/Si substrate. 

 

 Fig.1 SEM image of graphene patterns 

grown directly on SiO2/Si substrate. 
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